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Forschung

strahl ab. Die Ober-

fläche des Tiegels

schmilzt kurzzeitig

auf und härtet glas-

artig aus. So vermei-

den wir die Verfor-

mung des Tiegels

und dessen Verun-

reinigungen“, sagt

Professor Heinrich.

In einem weiteren

Labor wurde von

der Wacker Chemie

dem Institut ein 

500 000 Euro teurer

Ofen zur Verfügung

gestellt, welcher zu

weiteren Forschungs-

und Entwicklungs-

arbeiten genutzt

wird. 

Das Institut für Nichtmetallische Werkstoffe
der TU Clausthal entwickelt sich zu einem
Forschungslabor der Halbleiterindustrie.
Gemeinsam mit der Wacker-Chemie wurde
im Mai von den Clausthaler Wissenschaftlern,
Professor Jürgen Heinrich, Dr. Jens Günster
und Dipl.-Ing. Sven Engler, ein Patent offen
gelegt, welchen das Potential besitzt, einen
wesentlichen Prozess der Halbleiterindustrie
erheblich zu modernisieren.

Hierbei geht es um die Härtung der Innenseiten

der Tiegel, in welchen die Materialien für die

Waferherstellung erschmolzen werden. Bislang

werden die Tiegel in Öfen behandelt. „Dabei sind

aber minimale Verformungen des Tiegels und

Metallverunreinigungen auf den Oberflächen der

Innenseite des Tiegels oft nicht zu vermeiden“,

beschreibt Professor Heinrich die Motivation zur

Entwicklung ihres neuen Verfahrens. „Wir fahren

die Innenseite der gesinterten Tiegel unter Vaku-

um mit einem energiereichen Kohlendioxidlaser-

Patent mit großer wirtschaftlicher
Bedeutung für die Halbleiterindustrie
offengelegt

Härtung der Innenseiten der Tiegel mit einem Kohlendioxidlaser.

Ein Lasersystem, das eingesetzt werden soll, um

Grenzflächen mit einer Tiefenempfindlichkeit

von nur wenigen Atomlagen zu untersuchen, ist

am Institut für Physik und Physikalische Techno-

logien in Betrieb genommen worden. Um Grenz-

flächeneigenschaften, die z.B. bei Halbleiterma-

terialien in der Mikroelektronik oder bei kataly-

tisch aktiven Stoffen von entscheidender Bedeu-

tung sind, mit Licht untersuchen zu können, wer-

den in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Winfried

Daum leistungsstarke Laserpulse aus Piko- und

Femtosekundenlasern eingesetzt.

Das mit Mitteln der Volkswagenstiftung neu

beschaffte Femtosekunden-Lasersystem soll als

besonders intensive Lichtquelle zur Abbildung

von Oberflächen mit der Photoelektronen-Emis-

sionsmikroskopie (PEEM) dienen. Der Einsatz

des Titan-Saphirlasersystems ermöglicht neue

Kontrastmöglichkeiten bei der Oberflächenabbil-

dung wie zum Beispiel durch Zweiphotonen-

Photoelektronenmikroskopie. Mit PEEM kann,

im Unterschied zur Rastersondenmikroskopie,

ein größerer Oberflächenbereich zeitgleich abge-

bildet werden. Eine der geplanten Anwendungen

ist die Charakterisierung der lokalen elektroni-

schen Struktur nanostrukturierter Oberflächen.

Die Mikroskopie von Oberflächen unter Verwen-

dung langsamer Elektronen wurde von Prof. Dr.

Ernst Bauer im gleichen Institut entwickelt.

Eine zweite Anwendung des Lasersystems ist die

Ultrakurze Lichtpulse für
die Grenzflächenforschung

spektroskopische Untersuchung von Halbleiter-

grenzflächen mit der optischen Frequenzver-

dopplung. Der besondere Reiz dieser Methode

liegt in der Möglichkeit, auch vergrabene Grenz-

flächen wie z. B die technologisch wichtige

Grenzfläche zwischen Silizium und darauf auf-

gebrachten Gateoxiden mit hoher Grenzflächen-

empfindlichkeit zu charakterisieren. Diese hohe

Empfindlichkeit der Methode wurde bereits in

früheren Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe

von Prof. Dr. Daum für das Silizium-Silizium-

dioxid-System gezeigt. Jedoch war es wegen der

geringen Pulsfrequenz des verwendeten Lasers

nicht möglich, die Grenzflächen während der

Oxidation spektroskopisch zu charakterisieren.

Dies sollte nun mit der hundertfach größeren

Pulsfrequenz des neuen Lasersystems möglich

sein. Wesentliche Fragestellungen betreffen ins-

besondere die lokale Bindungsstruktur des Silizi-

ums an der Grenzfläche sowie die atomare Rau-

higkeit der Grenzfläche. Diesbezügliche

Erkenntnisse werden voraussichtlich auch für die

Entwicklung und Optimierung neuer Dielektrika

für Gateoxide relevant sein. �
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